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的に調べている。これにより、膜厚  50～200 nm の  BST 薄膜が、200～ 500 程度の高
い比誘電率と 10－ 7 A/cm2 程度以下の低いリーク電流を兼ね備えるとともに、薄膜では












































































べた。これにより、膜厚  50～200 nm の  BST 薄膜が、200～500 程度の高い比誘電率
と 10－ 7 A/cm2 程度以下の低いリーク電流を兼ね備えるとともに、薄膜では結晶粒サ
























率材料  BST の適用と、光集積回路のシリコン光導波路の広帯域・低損失化について、
関連する材料およびプロセス技術を開発するとともに、デバイス構造を提案し試作・
性能実証したものであり、得られた成果は、学術上、実際上寄与するところが少なく
ない。よって、本論文は博士（工学）の学位論文として価値あるものと認める。また、
平成２８年２月２３日、論文内容とそれに関連した事項について試問を行った結果、合
格と認めた。 
 
